
FYSE301 Elektroniikka I osa A 
Loppukoe 25.2.2011 

1. Se1itti 1yhyesti ( 6 pistetta) 
a) N ortonin teoreema 
b) Varauksenkuljettajat itseispuolijohteessa ja seostetussa puolijohteessa 
c) Energia-aukko puolijohteissaja eristeissa 

2. Laske kuormavastuksen RL (kuva 1) lapi kulkeva virta h muuntamalla sita 
syottava piiri (katkoviivoitettu osa) Thevenin-ekvivalentikseen ja esita h RL:n 
funktiona (ala kiinnita viela RL:n arvoa). Laske virta Ir kun RL=20 n. (6 pistetta) 

24 v 15 n 

Kuva 1. 

3. Piirra kuvan 2 kytkennan antojannite v2 ottojannitteen v1 E [ -5V, 5V] funktiona 
(diodit ovat ideaalisia eli diodissa ei ole itsessaan kynnysjannitetta). (6 pistetta) 

v2 

Kuva2. 



4. Kuvan 3 yhteisemitterivahvistinkytkennalle Rc=500 .Q, RE=150 .Q, R1=3,7 k.Qja 
R2=14,8 k.Q. Kayttojannite V cc=20 V, transistorin ~=100 ja VaE=0,7 V. 
Oletetaan etta V CE(sat) ~ 0 V. 

a) Tunnista minkalainen transistori on kyseessa. Transistorin eri alueet on seostettu 
arseenillaja boorilla, kummalla saa aikaan p-tyypin seostuksenja miksi? (2 p) 

b) Maarita transistorin kuormitussuora (2 p) 
c) Hahmottele transistorin ominaiskayrat (V cE, Ic) V cE:n valille 0-25 V ja 18 :n 

arvoille 100, 200, 300 ja 400 jlA. (2 p) 

Kuva3. 
5. Kuva 4 esittaa MOSFET -transistorin biasointikytkentaa, jolla lepotilan toiminta­

piste asetetaan halutuksi. Oletetaan etta piirissa on BS170 NMOS transistori 
(liite). 
(a) Piirra avaustyypin (enhancement mode) NMOS-transistorin poikkileikkaus, 
josta selviaa transistorin toimintaperiaate. Nimea transistorin osat. (2 p) 
(b) Maarita liitteen tiedoista mika on i) hilan (gate) kynnysjannite, ii) virta In kun 
Vas=O V ja Vns=25 V (2 p) 

"- (c) Olkoon kuvan 4 mukaisessa kytkennassa v nn = 29 v ja Rn = 20 n. Maarita 
nieluvirta (In) ja nielu-lahdejannite (Vns), kun Vas= 6 V. Kuinka hilavastukset 
on valittava jotta saadaan Vas = 6 V? Kayta apuna liitetta, jos silta tuntuu. (2 p) 

Voo Voo 

Rg1 

Kuva4. 


